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 本研究は核融合によって中性子を発生する

ことができる慣性静電閉じ込め（Inertial 
Electrostatic Confinement）核融合を用いた放電
型プラズマ中性子源の装置の側面に接続して

いるイオン源についての研究である。このイオ

ン源は中性子をより効率的に発生させるため

の装置である。図1は放電型プラズマ中性子源
の概略図でイオン源の設置場所を示している。

この装置から真空主容器内にイオンビームを

打ち込むことによりイオンの衝突回数が増え

中性子の発生量が増える。放電型プラズマ中性

子源においては中性子の発生量にはイオン源

から引き出すイオン量が関係している。そこで、

イオン源内の電子密度の時間変化をプラズマ

診断法の一つであるダブルプローブ法で測定

することにより、入射イオン量の計測を行う。 
  
実験方法は初めにイオン源に巻かれたRFア

ンテナにRF電力を印加しプラズマを発生させ
る。次にプローブの電極間にプローブ電圧Vp
を印加する。最後に陰極にパルス電圧を印加し、

回路に流れるプローブ電流Ipの変化を読み取る。
そして、そこから得られる電流―電圧特性から

電子密度を算出することができる。図2がダブ
ルプローブ法で計測するための測定回路とな

っている。図3が実際に使用したダブルプロー
ブの外観図と概略図である。 
  
図4が実験結果で横軸が時間（陰極に印加電
圧をかけた時間を0）縦軸が電子密度のグラフ
で0.2[msec]毎の電子密度をプロットしたグラ
フである。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 放電型プラズマ中性子源概略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 ダブルプローブ法の測定回路 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 ダブルプローブ外観図と概略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4  実験結果 
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